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※概要（Summary ）： 
エッチング評価用サンプル作製のため、サファイア

ウエハ上へレジストパターンニングを行う。通常のシ

リコンウエハと比較して、基板表面の反射や平坦度が

異なるため、フォーカスマージンが一般に狭い系にお

けるリソ条件検討を行う必要がある。 
 
※実験（Experimental）： 

ウエハスピン洗浄装置でサファイアウエハを洗浄

し、乾燥させる。次に、レジスト塗布装置でレジスト

厚が 2.3μm 程度となるようスピンコーティングする。

ホットプレートにてプリベークを行い、ステッパーを

用いて露光する。なおレジストパターンは円柱状で、

ピッチ 3．5μm、ドットとスペースの比が等間隔（1：
1）であり、ショット寸法は 20mm 角である。現像の

あと、ホットプレートでポストベークを実施する。パ

ターン出来栄えの確認には、光学顕微鏡あるいは超高

分解能電界放出形走査電子顕微鏡を用いた。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

露光条件の最適化を行った。フォーカスオフセット

+0.2μm において露光量を変化させたところ、140mJ
が最適であることが分かった（図１）。Si 基板の場合

と比較して、露光量やフォーカスオフセットのマージ

ンが小さい傾向が伺えた。これはサファイア基板が透

明であることから裏面反射等の影響によると考えら

れる。 
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図１． 露光量によるパターニングの差 

また、仕上がりのウエハ面内均一性については、

露光条件のほかに現像方式が関係していることが

分かった。パドル型よりもスプレー型が本取り組

みでは好適であることが分かった。 
更には、ショット内のパターン不均一に起因す

る、ショット境界におけるパターンの不連続性が

確認された。露光機におけるウエハとレチクルの

レベリングをより詳細に合わせ込むことや、ショ

ットサイズを小さくすることによるレンズ収差の

影響低減が必要であると考えられる。 
以上の取り組みから、新規デバイス向けのサフ

ァイアウエハへの微細パターンニングに関する、

重要な知見とその解決の方向性を得ることができ

た。 
 

※その他・特記事項（Others）： 
今後の課題） 
① パターンの更なる高アスペクト比化・微細化 
② ウエハ大口径化（4”→6”→8”） 
③ ショット境界における不連続性の改善 
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